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Inventia se refera la electronica, in particular la tehnologia confectionarii materialelor pentru electronica si constructia
de aparate, si anume la nanostructurile compozite sistematizate.

Nanostructura, conform inventiei, include nanofire conductoare de curent in izolatie dielectricd comuna. Nou este aceea
ca nanostructura este executatd filiforma si contine nanofire strans impachetate intr-un microtoron; nanofirele sunt
executate din material metalic, magnetic, semimetalic, semiconductor si/sau supraconductor in izolatie dielectrica
individuala, totodata, dimensiunea sectiunii transversale a fiecarui nanofir este de 1...500 nm, iar grosimea izolatiei ei
este de 1...2000 nm.

Nanofirele conductoare de curent pot fi executate din cateva grupe de diverse materiale.

Spatiul dintre nanofire in izolatia dielectricd poate fi umplut cu material metalic, semimetalic, semiconductor,
supraconductor sau dielectric, a carui temperaturd de topire sau inmuiere este mai mica decat temperatura maxima de
topire a nanofirelor.

Procedeul de confectionare a nanostructurii include formarea unui semifabricat, care contine un miez formator de fir
amplasat intr-un tub de sticla, incalzirea semifabricatului pana la topirea miezului formator de fir §i Inmuierea tubului
de sticla, intinderea microfirului si racirea lui ulterioara. Noutatea procedeului consta in aceea ca miezul formator de fir
se formeaza ca un toron de microfire conductoare de curent strans Inpachetat in izolatie dielectricd individuala, al carui
diametru comun este de 1...25 mm si este egal cu diametrul interior al tubului de sticla, iar incalzirea se efectueaza pana
la topirea sau Inmuierea fiecarui dintre microfire si Inmuierea izolatiei dielectrice a lor.
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